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Описание на метода и теоретични изводи.


          Фотоелектродвижещото напрежение в полупроводниците се дължи на разделянето на генерираните от излъчването токови носители. При неравномерно осветяване на еднороден полупроводник в обема му се създава градиент на погълнатото електромагнитно лъчение. В него се генерират различно количество носители, електрони и дупки. Концентрацията на тези неравновесни носители е по-голяма, където осветеността е по-голяма и по-малка при по-малка осветеност.Вследствие на това започва дифузия от по-силно осветените области към по-слабите. В обема на полупроводника възниква преразпределение на зарядите - в по-тъмните области се натрупва отрицателен заряд, а в осветената - положителен. Така възникналото фотоелектродвижещо напрежение се нарича дифузно. То е твърде малко и няма практическо приложение.При нееднородни по химически състав или неравномерно легирани с примеси полупроводници, осветени равномерно, възниква бариерен ( вентилен ) фотоефект. В силициев монокристал посредством дотиране с три и пет валентни примесни атоми се формира p-n  преход. На границата между двете области възниква двоен електрически слой. Той е образуван от отрицателните йони на акцепторните примеси и положителните йони на донорните примеси. , които не са компенсиране. Така създаденото електрично поле в слоя противодейства на дифузията на основни токови носители. Създадената контактна потенциална разлика нараства до настъпването на равновесие. В равновесно състояние дифузионния ток протичащ през прехода е нула. Възникналата контактна потенциална разлика зависи от концентрацията на примесите, вида на полупроводниковия материал и температурата. При равномерно осветяване на полупроводник се генерират токови носители от примесите, ако енергията на фотона е по-голяма от енергията на активация или двойка електрон - дупка, ако енергията на фотона е по-голяма от ширината на забранената зона. При дадена ос-ветеност се създава динамично равновесие, при което се установява определена потенциална разлика, която за външна верига представлява фотоелектродвижещо напрежение. Ако затворения p-n преход  се свърже в затворена електрическа верига, във външната част на веригата ще протече ток  i   с посока от р  към  n  областта. Върху товарното съпротивление R ще се създаде спад на напрежение U. Токът през източника ( фотоелемента ) е съставен от два компонента с противоположни посоки : I3  дифузионен ток , определящ се от контактната потенциална разлика на p-n  прехода, и I f , определящ от генерираните поради фотоефект електрони и дупки.


   i =  Is + If    


   Is = e (expe U/kT - 1) . (noDet/ Le2 + PpDp/ Lp )


  If = eg


e - заряд на електрона, к - константа на Болцман, Т - температура, t -  дебелина на р слоя, no и po - равновесна концентрация на собствените носители, Le и Lp - дифузионни дължини на носителите, De и Dp - коефициенти на дифузия на носителите, g - броят на генерираните двойки токови носители в еденица площ.
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